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CoPd 박막의 수직이방성에 대한 MgO, MgO/Pd
씨앗층의 효과
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1. 서 론
강자성박막은 하드 디스크 드라이브의 재생헤드에 사용되는 스핀밸브나 자기저항메모리에 사용되는 자기

터널접합등 정보기술에 응용되고 있다. 차세 에 요구되는 나노크기의 강자성박막의 경우, 수평이방성을 갖는 

나노크기의 열적 안정성이 응용에 큰 걸림돌이 되고 있다[1]. 이에 한 안으로 수직이방성을 갖는 강자성박

막들에 한 연구가 활발히 진행되고 있다. 그 중 CoPd 합금의 경우 높은 수직 자기이방성 상수로 인해 그 

응용적 측면에서 중요한 후보로 관심을 받고 있다[2]. 본 논문에서는 MgO, MgO/Pd 씨앗층이 적용된 CoPd 
박막에서 나타나는 수직 자기이방성에 관하여 논의한다.

2. 실험방법
모든 박막은 2×10-9 torr 이하의 베이스 진공을 갖는 dc 또는 rf 마그네트론 초고진공 스퍼터를 이용해서 

증착하였다. CoPd 박막의 경우 동시증착법으로 제작되었으며 조성은 Co ~40 at%, Pd ~60 at%가 되도록 증착

했다. 박막의 조성은 inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy와 energy dispersive spectroscopy
를 이용하여 확인하였다. 시편구조는 Si/SiO2 200/MgO t/CoPd 10/Pd 3 (nm)와 Si/SiO2 200/MgO 10/Pd t/CoPd 
10/Pd 3 (nm)와 같으며 MgO의 경우 t는 2에서15 nm Pd는 t가 2부터 35 nm이다. 제작된 시편은 두 개의 군으로 

나눠 4 kOe의 자기장을 인가한 상태와 자기장이 없는 상태에서 동일하게 360°C로 2시간동안 열처리하였다. 
자기적 성질의 측정은 polar, longitudinal MOKE (Magneto-Optic Kerr Effect)를 통해 얻었으며 박막의 결정성은 

포항가속기 10B 라인에서 synchrotron 소스를 이용한 x선 회절 측정을 통해 분석했다. 
 

3. 실험결과 및 고찰
열처리가 진행되지 않은 CoPd 박막의 경우 MgO와 MgO/Pd 씨앗층 사용여부를 떠나서 모두 수평자기이방

성을 가지고 있었다. 하지만 열처리를 진행한 경우 열처리시 자기장의 존재여부를 떠나 모두 수직자기이방성

을 보였다. MgO/Pd 씨앗층을 사용한 경우 열처리 후에 수직자기이방성과 수평자기이방성이 혼합된 형태의 자

기이력곡선을 얻었는데 이는 CoPd 박막의 x선 회절결과에서 밝혀낸 강한 (001) texture가 그 원인으로 사료된

다. MgO 씨앗층이 사용된 CoPd 박막의 경우 열처리 후 강한 수직이방성을 갖는 것이 확인되었다. 이는 전술한 

MgO/Pd 씨앗층의 경우와 달리 강한 (111) texture가 발달하였고 이로부터 MgO 씨앗층이 CoPd 박막에 수평방

향의 인장응력을 주게 되어 강한 수직이방성을 갖는 것으로 분석된다.
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그림 1. 10 nm 두께의 MgO 씨앗층이 적용된 CoPd 합금박막의 열처리 전후의 자기적 성질. 빨간색은 polar 
MOKE로부터 측정된 수직자기이력곡선, 파란색은 longitudinal MOKE로부터 측정된 수평자기이력곡

선이다.

4. 결 론
MgO, MgO/Pd 두가지 씨앗층을 이용해서 CoPd 합금 박막에 성공적으로 수직자기이방성을 유도하였다. 

MgO 씨앗층을 사용한 경우 강한 수직자기이방성이 나타났으며 MgO/Pd 씨앗층을 사용한 경우 수직자기이방

성과 수평자기이방성이 혼합되어 나타났다. MgO 씨앗층을 사용한 CoPd합금의 경우 강한 수직자기이방성을 

갖는 박막의 응용에 매우 적합할 것으로 기 된다.
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